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振動ジャイロのエピポリSi構造

ST Microelectronicsの加速度センサ
厚いポリシリコンを用いた横方向に動く容量型センサ

① SiO2上にLPCVDで核形成
(650℃) 125nm厚

② 減圧エピタキシャル成長炉を用
いた厚いpoly-Si成長 (1000℃) 縦ｶﾗ
ﾑ状で低応力(3MPa) 、堆積速度大
(0.4 – 0.7μm / min)

Siエピ層

低応力厚膜用のエピタキシャルポリSi
(M.Kirsten, B.Wenk (Fraunhofer-Inst.), 
F.Ericson, J.A.Schweitz (Uppsala Univ.) 
Thin Solid Films, 259 (1995) pp.181-187)
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